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 2015 年に採択されたパリ協定の元、温室効果ガス排出削減に向けた技術

開発の加速が期待されている。再生可能エネルギを加えた電力スマートグリ

ッド化やクリーンエネルギを用いた公共輸送機関、EV などの普及が期待され、

これらに用いられる電力変換器に内蔵される電力用半導体の高性能・高信頼

化も必須技術となっている。本研究では、最新の電力用半導体デバイスの長

寿命化を目的に、特に劣化起因とは異なり偶発故障を引き起こす宇宙線破壊

現象についてメカニズムの解明に取り組む。制御性の良さから省エネインバ

ータ化を促進した絶縁ゲートバイポーラトランジスタ（Insulated Gate Bipolar 

Transistor、以下 IGBT）の宇宙線耐量については 1990年代に盛んに報告され

たが([1][2])、近年加速器を利用した研究により詳細な解釈が進んでいる

([3][4])。本報告では J-PARC のビームラインを用いて偶発故障を再現させ、 

所望の故障率カーブを得られたことを紹介する。これを元にパワーデバイスの

宇宙線破壊現象の体系的な研究と、信頼性向上に今後は応用していく。 
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